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 半導体素子の微細化限界の問題を解決するための候

補の一つとして，Si に替わる高移動度材料をチャネル材

料に用いた電界効果トランジスタ(FET)がある． 

１．概要（Summary） 

我々は SiO2上に成膜した poly-Ge 膜をチャンネルとした

FET を作製することを目的として産業技術総合研究所ナ

ノプロセシング施設（NPF）の設備を利用して微細加工を

行った． 
 

・利用した主な装置 
２．実験（Experimental） 

 i 線露光装置，真空蒸着装置，反応性イオンエッチング

装置（RIE） 
 
・実験方法 
 薄膜試料に i 線露光装置を用いてチャンネルのパター

ンを転写し，RIE 装置を用いてチャンネルを形成した．次

に，原子層堆積装置を用いて high-k 材料ゲート絶縁膜

を成膜した．最後に，i 線露光装置を用いてソース-ドレイ

ンパターンを転写し，その後真空蒸着装置を用いてソー

ス-ドレインを形成した． 
 

 i線露光装置とRIE装置，真空蒸着装置などを使い，

幅 10µm，長さ 10µm のチャンネルを形成した．次にチャ

ンネル上に原子層堆積装置を使い，膜厚10nmのAl2O3

ゲート絶縁膜と金属電極を成膜した(Fig. 1)．ソース‐ドレ

イン間に50mV印加した際，オン/オフ比は1.3×104を達

成した．しかしゲート電圧 3V の際のオン電流が 8.23×

10-8 と低い値であったため，今後はチャネル層の形成プ

ロセスの最適化が必要であると考えられている． 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 

 

 
Fig. 1 Microscopic image of MOS FET. 
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